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実験と結果

研究の目的

結論 参考文献

高効率・高放射線耐性
InGaP/GaAs/CIGSスマートスタック太陽電池の研究

InGaP GaAs InGaAs
InGaP/GaAs/InGaAs 逆積み格子不整合型3接合太陽電池の各サブセルの放射線耐性
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宇宙用太陽電池およびCIGS太陽電池
の放射線特性

• III-V族化合物半導体をベースとしたInGaAs/GaAs/InGaAs 逆積み格子不整合型3接合太陽電池[1]が高効率が期待されるこ
とから，次世代の宇宙用太陽電池として研究開発が進められている．

• この太陽電池の宇宙環境耐性（主に放射線）をより高くするためには，太陽電池を構成する材料の中で一番耐性が低い
InGaAsに代わる材料が望まれている．

• CIGS 太陽電池は，宇宙用太陽電池と比べても極めて高い放射線耐性を有しており[2]，その特性は小型衛星を用いた宇宙実
験でも実宇宙環境にて検証されている[3]．

• そこで，異種材料でも物理的・電気的に接合することができるスマートスタック技術[4]を用いたInGaAs/GaAs/CIGS太陽
電池を作製し[5]，その放射線耐性を取得し，将来の宇宙機への適用性を検討する．

GaAs/CIGS
スマートスタック太陽電池
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GaAs/CIGSスマートスタック太陽電池の放射線特性

電子線照射試験 陽子線照射試験

実験
• サンプル：GaAs/CIGS 2接合太陽電池 （AR無し）
• 放射線照射条件
• 電子線： エネルギー 1MeV, 照射線量 1.0 × 1016 cm2

• 陽子線： エネルギー 1MeV, 照射線量 1.0 × 1014 cm2，CIGS太陽電池のアニール効果を確認するために，照射試験後
の性能測定後にサンプルを120℃ 24時間の熱アニールを行う．

結果
• 電子線照射によって，電圧は低下したが電流は変化しなかった．外部量子効率測定より，CIGS太陽電池の性能は維持されて

いることを確認した．
• 陽子線照射によって，太陽電池の電気性能は低下したが，熱アニールによるCIGS太陽電池の性能の回復を確認した．

高効率・高宇宙環境耐性が期待される
InGaP/GaAs/CIGSスマートスタック太陽電池の放射線特
性を得るために，構造が単純なGaAs/CIGSスマートス
タック太陽電池を試作し，放射線照射試験を行った．この
結果，スタック構造においてもCIGS太陽電池は高い放射
線耐性を有していることが確認された．
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